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摘 要

本論文在GaN上製作出具有奈米顆粒及液相沉積閘極氧化層的紫外光檢測器。我們發現具有奈米顆粒閘極氧化層的紫外光

檢測器與液相沉積閘極氧化層比較發現，具奈米顆粒閘極氧化層有較大的深紫外光排斥率(Rejection)，亦即254 nm的光電

流遠低於366 nm的光電流；可能的機制是沉積閘極氧化層方法及顆粒大小的不同。本實驗利用RF濺鍍機台採用最佳參

數RF Power為200瓦，將ITO薄膜這種具有透明導電的特性當做金屬-氧化物-半導體(MOS)的閘極電極，沉積在氮化鎵上，

主要是因為ITO的高穿透率增加半導體對於光源的吸收面積及效率，並利用微影製程製作出MOS短波長的光檢測器，其中

歐姆接觸的金屬為Ti/Al雙層合金。 接著以深紫外光(366nm和254nm)光源照射，利用HP4155A測量未照光和照射深紫外光

光源的I-V特性曲線發現，使用奈米顆粒閘極氧化層在366 nm及254 nm波長的排斥率為利用液相沉積閘極氧化層的排斥率

高出277倍，進而與PECVD閘極氧化層的排斥率相比更高達349倍。奈米顆粒閘極氧化層的MOS光檢測器對於深紫外

光(UV-A 366nm 及UV-C 254nm)具有相當好的檢測能力。奈米顆粒閘極氧化層的介面缺陷電荷密度為9.67×1010cm-2eV-1

，氧化層阻陷電荷為6.1×1010cm-2。奈米閘極氧化層之MOS光檢測器，在外加偏壓10V，照光波長為366nm及254nm時的

光響應度分別為130.1mA/W及5.57mA/W，其量子效率分別為44.1%及2.72%。
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